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１．概要（Summary） 

原子オーダーの厚みを有する 2 次元シート材料は、優

れた電気・光特性を有することから、近年大きな注目を集

めている。2 次元シート材料の中では炭素から構成される

グラフェン[1、2]が最も有名であるが、グラフェンにはバン

ドギャップが存在しないため、半導体デバイスへの応用が

困難である。これに対して、遷移金属とカルコゲン原子か

ら構成される遷移金属ダイカルコゲナイド (TMD) は、グ

ラフェン同様の原子オーダーの厚みをもつ 2 次元シート

形状に加え、明確なバンドギャップを有することから次世

代のフレキシブルエレクトロニクス応用に向けて大きな注

目を集めている[3]。そこで、本研究では単層 TMD を用

いた高性能 2次元シートデバイスの開発を目的とする。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エリオニクス EB描画装置 ELS-G125S 

【実験方法】 

スコッチテープを用いた剥離法により、バルク結晶から

単層 TMD を採取し、熱酸化膜 (300 nm) 付シリコン基

板上へ配置する。TMD の層数に関しては、シリコン基板

上の TMDに対するフォトルミネッセンス (PL) スペクトル、

PL 強度マッピング、及び原子間力顕微鏡により単層

TMDであることを確認する。次に、単層 TMD配置シリコ

ン基板にレジストをスピンコート後、EB 描画装置により電

極パターンを描画・現像する。真空蒸着による電極形成

後、レジストをリフトオフすることにより、単層 TMD 上へ複

数電極を配置した電界効果トランジスタ (FET) を形成

する。この際、シリコン基板をバックゲート電極として利用

し、TMD 中を流れる電流のオンオフを制御する。 作成

した TMD-FETデバイスの電気伝導特性は、四端子プロ

ーバー、及び半導体パラメータアナライザにより評価す

る。  

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

室温、真空中で TMD両端の電極に流れる電流のゲー

ト電圧依存性を測定した。その結果、オン電流とオフ電流

の比が 10,000の良好な FET として動作することを明らか

とした。また、光照射を行うことで、FET 電流が外部照射

光に対して明確に応答するフォトレスポンスデバイスとして

動作することを確認した。 
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